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Pt/Co/Pt 구조에서 Pt두께에 따른 자구벽 속도 변화
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1. 서론
나노구조에서 자구벽 이동은 차세대 메모리 소자의 응용 가능성과 더불어 흥미로운 물리적 현상으로서 많

은 연구가 진행되고 있다 [1-2]. 특히 응용 소자로서 이용하려면, 작은 외부 힘(자기장 또는 전류)에서 높은 자

구벽 이동속도를 가져야된다 [3-4]. 본 연구는 시료의 구조적 특성이 자구벽 이동에 미치는 영향을 확인하기 

위하여, Pt/Co/Pt 수직자기 이방성 박막시료에서 Pt 두께에 따른 자구벽 속도 변화를 살펴보았다. 

2. 실험방법
Pt 두께에 따른 자구벽 속도 의존성을 확인하기 위해, 총 두께가 일정한 Si/SiO2/Ta(5 nm)/Pt(2-x nm)/Co(0.3 

nm)/Pt(2+x nm) 수직 자성 박막을 준비하였다. 여기에서 x를 –1에서 +0.5까지 0.5 nm 간격으로 변화시켜 가며 

자구벽 이동 속도를 측정하였다. 본 실험은 광자기 Kerr 현미경을 이용하여 자기장 H 따른 자구벽 속도 v 를 

관찰하였다. 

3. 실험결과 및 고찰
그림 1은 총 두께가 일정한 Pt/Co/Pt 각 시료들이 아레니우스 크리프 법칙에 따라 다음의 속도 v =v0exp[-α

(H )-1/4/kBT ]형태를 잘 만족함을 보여준다. 여기에서 v0는 특성 속도, α는 에너지 비례 상수, kB는 볼츠만 상수, 
T 는 온도를 나타낸다. 그림 1을 살펴보면 같은 자기장에서 위쪽 Pt 비율이 커질수록 자구벽이 더 빠르게 이동

함을 볼 수 있다. 유사한 경향성은 총 두께가 다른 Pt/Co/Pt 시료들에서도 관찰되었다. 이 결과는 아래쪽이 얇은 

Pt 두께 시료가 더 작은 마이크로 구조의 무질서도를 가짐으로써 일어나는 현상으로 해석할 수 있다.
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그림 1. Si/SiO2/Ta(5 nm)/Pt(2-x nm)/Co(0.3 nm)/Pt(2+x nm) 시료에서 

자기장 H에 따른 자구벽 이동속도v. 각각의 직선은 최적 선형 피팅.
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4. 결론
본 연구를 통해 Pt/Co/Pt 구조에서 위쪽 Pt 두께가 커질수록 자구벽이 더 빠르게 이동함을 확인하였다. 이를 

바탕으로 위쪽 Pt 두께가 아래쪽 Pt두께보다 큰 시료들은 더 낮은 전류에서 자구벽 이동이 일어날 것을 예상할 

수 있다. 이 결과는 낮은 전류밀도에서 잘 움직이는 Pt/Co/Pt 시료를 제작하는데 유용하게 이용될 것이다. 자세

한 결과는 추후에 논의할 예정이다.
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